
UKD 621 3822 . 
NORMA BRANŻOWA 

BN-81 

ELEMENTY Diody typu BAP 794, BAP 794A, 
3375-29.03 

PÓŁPRZEWODNIKOWE 

BAP 795, BAP 795A 

1. Przedm iot normy. Przedmiotem normy sę szczegóło

we wymagania i badania dotyczęce krzemowych diod przełę-

czajęcych typu BAP 794, BAP 794A, BAP 795, BAP 79~A 

Nykonanych technologi ę epiplanarnę i hermetyzowanych w 

obudowie plastykowej z osiowymi wyprowadzeniami. Diody 

przeznaczone sę do stosowania w bardzo szybkich układach 

przełęczajęcych, oraz jako diody ogólnego zastosowania w 

sprzęcie powszechnego użytku oraz w urzędzeniach wyma

gajęcych zastosowania elementów o wysokiej i bardzo wy

sokiej jakości. 

Kategoria klimatyczna - wg PN-73/E-04550 dla diod 

- standardowych - 40/100/04, 

- wysokiej jakości - 40/100/21, 

- bardzo wysokiej jakości - 40/100/56. 

2. Przykład oznaczenia diod 

a) standardowych: 

'DIODA BAP 795 BN-81/337S-29.03 

b) wysokiej jakości: 

DIODA BAP 795/3 BN-81/337S-29.03 

c) bardzo wysokiej jakości; 

DIODABAP 795/4 BN-81/3375-29.03 

Oznaczeni e obudowy stosowane przez producenta _ CE 37. 
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3. Cechowanie diod powinno zawierać następujęce dane: 

a) oznaczenie typu (podtypu) wg kodu kdlorowego poda-

nego na rys. 1; 

b) oznakowanie dodatkowe dla diod wysokiej bardzo 

wysokiej jakości _ na etykiecie opakowania zbiorczego dio

dy wysokiej jakości po oznaczeniu typu powinny mieć . u

mieszczonę cyfrę 3, a diody bardzo wysokiej jakości cyfrę 

4 np. DIODA BAP 795/4. 

4. Wymiary oznaczenie wyprowadzeń diod wg rysun-

ku i tabl. 1. 

5. Badania w grupie A. B. C D - wg BN-80/3375-29.00 

P. 5. 1. 

6. Wymagania szczegółowe dla badań grupy A. B. C i D 

a) badania podgrupy Al - sprawdzenie wymiarów: b
2

, 

01' e, H - wg rysunku i tabl. 1, 

b) badania podgrupy A2, A3, A4 i C2 - wg tabl. 2, 

c) badania podgrupy B, C i D - wg tabl. 3, 

d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po ba

janiach grupy B, C i D - wg tabl. 5, 

e) liczność próbki w badaniach grupy C i D-50 sztuk. 

7. Pozostałe postanowienia - wg BN-80/337S-29. 00 

Tablica 1. Wymiary obudowy CE 37 

Symbol 
Wymiary, mm 

Symbol 
Wymiary, mm 

wymiaru 
min nom max 

wymiaru 
min nom max 

b, 1, 10 - 1,85 H 12,00 - 13,50 

bz 0,60 - 0,75 l - - 3,05 

c O, 17 - 0,25 /, 1,80 - -
D - 2,60 - N 1,50 - -

E - - 2,50 Q - - 0,50 

e 7,05 - -

G - - 4,10 
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Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane IN badaniach podgrupy A2, A3, A4 C2 

Pod- KOł1tro- Metoda Wartości graniczne 
grupa Rodzaj lowany pomiaru' 

Warunki pomiaru 
,Jed-

badań badania parametr wg nostka BAP 794 BAP 794A BAP 795 BAP 795A 
P~-74/ 
T-01504 min max min max min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 13 14 

IF = 2 mA - - 0,62 0,70 '- - - -

IF = 10 mA - - - - - - , 0,70 0,81 

UF ark. 57 V 

IF = 30 mA - 1, O - - - - - -
Sprawdze-

A2 
n ie podsta- IF = 50 mA - - - - - 1 , ° - -
wowych pa-

CZ rametrów V
R 

= Z5 V - 100 - - - - - -
elekt rycz- , 
nych IR ark. 56 [JR = 30 V nA - - - 50 - - - -

liR = 50 V - - - - - 50 - 50 

IF = 10mA, UR = 6V, 
2 Z I TT ark. 59 

RL= 10012 , 
ns - Z - ,2 - -i rr=lmA 

Sprawdze-

A3 
nie drugo-
rzędnych C ark. 58 U = ° f = 1 MHz pF 4 2 2 2 T R ' - - - -

C2 parametrów 
elekt rycz-
ny-ch 

Sprawdze-
UR - Z5 V nie parame- - 1, Z - - - - - . -

A4 trówelek- IR ark. 56 

trycznych IN 
UR = 30 V f.lA - - - 0,6 - - - -

tamb = 60 Oc 
V

R
= 50 V - - - - - 0,6 - 0,6 

Tablica 3. Wymagania szczegółowe do badań grupy B , C D 

Lp. 
Podgrupa 

Rodzaj badania Wymagania szczegółowe 
badań 

1 Z 3 4 

Sprawdzenie wytrzymałości mechani cznej próba Va1> obciężenie: 5N 

l Bl, CI 
wyprowadzeń 

Sprawdzenie szczelności próba QI, kondycj onowan i e c i eczę 

Z B3, C9 
Sprawdzenie wytrzymałości na spadki położenie diody w czasie spadania: wyprowadze-
swobodne nia prostopadle do kierunku spadania 

3 B4 
Sprawdzenie wytrzymałości na udary mocowanie za obudowę 

wielokrotne 

Sprawdzenie wytrzymałości na nagłe 
TA 

o 
TB = Oc Ił B5, C5 

zmiany temperatury 
= -40 C, 100 

badanie wykonywane jest na dwóch próbkach: 

I próbkai diody spolaryzowane w kierunku 

Sprawdzeni e odporności na narażenia 
wstecznym napięciem stałym LIR wg PN-78/ 

5 B6, C6 
elektryczne 

T-01515 tabl. 5, metoda badania f lub g. warun-

ki obciężenia wg tab!. 4 

II próbka - diody spolaryzowane w kierunku 
przewodzenia przy stałym pr~zie IF' warunki 

obci ężenia wg tabl. 4. 

Sprawdzenie parametrów elektrycznych wg tab!. Z 
6 C2 

Sprawdzenie odporności na suche goręco tam b max= 100 Oc 
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cd. tabl. 3 

Lp. 
Podgrupa 

Rodzaj badania Wymagania szczeg6łowe 
badań 

' 1 2 3 4 

6 C2 Sprawdzeni e odporności na zimno' taTrlbmin 
o 

- -40 C 

7 C3 Sprawdzenie masy wyrobu masa wyrobu - 0,2 g .. 
Sprawdzenie wytrzymałości na przyś'pia.- trzy wzajemnie prostopadłe ki erunki probiercze, 
szenie stałe mocowanie za obudowę 

Sprawdzenie wytrzymałości na udary po-
jedyncze (dla poziomu jakości I) 

S C4 mocowanie za obudowę 

Sprawdzenie wytrzymałości na udary wie-
lokrotne (dla poziomu jakości III i IV) 

Sprawdzenie wytrzymałości na wibracje 
o stałej częstotliwości (dla poziomu 
jakości I) -

mocowanie za obudowę 

Sprawdzenie wytrzymałości na wibracje 
o zmiennej częstotliwości (dla poziomu 
jakości III i IV) . 

9 C5 Sprawdzenie wytrzymałości na ciepło temperatura kępieli 350 Oc 
lutow'ania 

10 C7 Sprawdzenie wytrzymałości na zimno tstgmin 
o 

- -40 C 

11 CS Sprawdzenie wytrzymałości na suche t stg max = 100 oC ' 

goręco 

. 
12 C10 Sprawdzenie wymiar6w wg rysunku i taol. 1 • 

13 Dl Sprawdzenie odporności na niskie ciśnie- temperatur:a narafenia 25 Oc 
nie atmosferyczne 

14 02 Sprawdzenie odporności na rozpuszczal- aikohoi et ylowy lub aceton 
niki 

15 03 Sprawdzenie palności wg PN-7S/T -01515 załęcznik 2, P. 4.3 

16 04 Sprawdzeni e wytrzymałości na pleśń brak porostu pleśni po badaniu 

17 05 Sprawdzenie wytrzymałości na mgłę solnę położenie diody dowolne 

Tablica 4 

I II 
Typ diody 

o 
t amb , C 

UR , V I F , mA 

BAP 794 25 50 +55 

BAP 794A 30 50 +55 

BAP 795, BAP 795A 50 50 +55 
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Tablica 5. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie · po badaniuqrupy B. C i D ' (poziom l, III, IV) 

Oznacze Metoda 
Wartości graniczne 

LP. 
nie lite- pomiaru wg 

Warunki pomiaru 
Podgru- Jed-

rowe PN-74j pa badań nostk" BAP 7~4 BAP 794A BAP 795 BAP 795A 

partłme- T-01504 
tru min max min max min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 

V R =25V, 
o Bl, B4, 

tamb -25 C B5, 136, - 200 - - - - - -
o CI, C4, 

UR - 30'V, tamb m25 C C5, C6, nA - - - 100 - - - -
UR - 50 V, tamb m 25

0
( 

C7, C6, 
1 IR 

ark. 56 Dl, 05 - - - - - 100 - 100 

o 
UR- 25 V, t amb - 100 C - 30 - - - - - -

o C2 URm 30 v,tamb - 100 C j-IA - - - 15 - - - -

t!R= 50V,tamb - 100 Oc -.. - - - - 15 - 15 

IF = 2 mA,tamb 
O 

-25 C Bl, B3, - - - 0,6 - - - -

lF- IOmA,tamb _25 0 C 
B4, B5, 

0,9 B6, CI, V - - - - - - -
lF- 30mAłamb =25

0 e 
C4, es, 

l, 1 C6, C7, - - - - - - .-
o Dl 

2 UF ark. 57 1 F - 50mA, tamb =25 'e - - - - - 1 , 1 - -
o 

lF - 2 mA,tamb--40 c - - 0,6 0,9 - - - -
. o 

IF - 10mA tamb-,~40 C C2 V - - - - - - 0,7 1, O 

o 
I~. - 30 mA,tamb--40 C - 1,2 - - - - - -

o 
IF - ·SOmA,tamb--40 C - - - - - 1,2 - -

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opra>cowujaca norme. _ Naukowo-Produkcyj~ 

ne Centrum Półprzewodników, Warszawa. 

2. Normy zwiazane 

PN-73jE~04550 Wyroby elektrotechniczne. Próby środo-

wiskowe 

PN-74jT -01504.00 Elementy półprzewodnikowe. Metody 

pomiaru parametrów tranzystorów i diod. Postanowie

nia ogólne 

PN-75jT -01504.56 Diody. Pomiar prtldu wstecznego I R 

PN-7SjT-01SO·4.57 Diody. Pomiar napięcia przewodzenia 

UF 

PN-75jT -01504.58 Diody. Pomiar poJemności er 

PN-75jT -01504.59 Diody. Pomiar czasu ustalania się prę

du wstecznego t
TT 

i prędu wstecznego ITT po przełę

czeniu impulsowym 

PN-76jT -01515 Elementy półprzewodnikowe. Ogólne wy-
, 

onagania i badania 

BN-7.9j3375-29.00 Diody przełtlczajtlce. Wymagania i ba

dania. Postanowienia ogólne 

3. Symbol KTM wyrobu 

BAP 794 - 1156131309006 

BAP 794A - 1156131310006 

BAP 795 - 1156131307004 

BAP 795A - 1156131306005 



Informacje dodatkowe do BN-81/3375-29. 03 

4. Wartości dopuszczalne - wg rys. 1-1 i tabl. 1-1. 
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Rys. 1-1. Charakterystyka mocy w funkcji temperatury otoczenia Ptot = j( t amb) 

Tablica l-l 

• 

Oznaczenie Wartości dopuszczalne 

parametru 
Nazwa parametru Jednostka 

BAP BAP 
BAP 794 BAP 795 

794A 795A 

2 3 4 5 6 7 8 

URM Szczytowe napięcie wsteczne V 35 40 75 75 

UR Napięci e wsteczne V 25 30 50 50 

, 
lo $redni pręd przewodzenia mA 150 

IF Pręd przewodzenia mA 200 

I FM Szczytowy pręd przewodzenia mA 450 

IFSM 
Niepowtarzalny szczytowy pręd przewodze-

mA 800 
ni", 

Ptot Moc całkowita wejściowa mW 200 

tj Temperatura złęcza Oc 125 

tstg Temperatura przechowywania Oc -40, ... , +100 ' 

t amb 
Temperatura otoczenia w czasie. pracy Oc -40, +100 ... , 

o 
• 5. Wartości charakterystyczne dla tam" ~ 25 C - wg rys. 1-2 + l-S i tabl. 1-2. 
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Rys. 1-2. Pręd wsteczny w funkcji napięcia wstecznego 

IR=j(UR ) 
Rys. 1-3. Pręd przewodzenia w funkcji napięcia 

dzenia IF" j (UF) 

przewo-



6 

Lp. 
• 

1 

1 

. 
2 

3 , 

4 

5 

Infor macje dodatkowe do SN-81 / 3375-29. 03 

I. 

[nA] 

loao 

IDO 

10 

lAP 795;8AP~5A 

I I 
U.: SOV 

J 

J 

J 
'I 

~ 

i..o' 
", 
, 

- 5D O 50 tlllllb (tcl 
I BN- Si! 337!1 -29.03-1-41 

R ys . 1-4. Pręd wsteczn y w funkcji temperatur y 

IR = f (t amb ) 

IlAP795; BAPI'9SA 
BAPr94;W~ 

t ClINI ; ZS OC 

1,5 
rp " 1 MilI 

, \ 
\ 

I\.. 
r---. ...... 0.5 

o 10 lO 3D 4D 5D 60 70 ~[V] 

(SN- 81/ 3375-29,03-1- 5\ 

R ys . 1-5. Zmiany pojemności w funkcji napięcia 
nego Cr =f(UR ) 

wstecz-

Tabli c a 1-2 

. 
Ozna- Typ 
cze- Na zwa Warunki Jed-

nie parametru pomiaru nost-
SAP 794 SAP 794A SAP 795 SAP 795A 

para- ka , -

metru 
min typ min t yp max max min typ max min typ max 

2 3 4 5 6 7 8 9 lO l 1 12 13 14 15 16 17 

IF = 2 m.A V - - - O, 62 0,66 O '70 - - - - - -. , . 

IF= 10 mA 
. 

Napięcie V - - - - - - - - - 0,70 0,76 0,8 \' 

UF przewo-

dzenia 
IF=30mA V - 0,84 1,00 - - - - - - - - -

l F=50mA V - - - - - - - 0,84 1,00 - - -
• Napięcie 
~aR IR= 5 IJA V 35 55 40 85 75 100 75 100 

przebicia - - - -

UR = 25V nA 5 100 - - - - - - - - --
Pręd 

dR wsteczny 
UR = 30 V nA 5 50 - - - - - -- - - -

UR=SO V nA - - - - - - 8 50 - 10 50 -

Pojemność UR = O 
pF 1 4 - 1 2 - 1 2 - 1 2 -Cr diody f = 1 MHz 

IF = 10 mA 

ns 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 
UR = 6 V -

Czas usta-

lania cha- R
L 

=IOOQ 
t TT rak tery-

styki 
i rr - 1 mA 

wstecznej I = lemA F . 

1 R = 10 mA ns - - 4 - - 4 - - 4 - - 4 

i rr = 1 mA 


